TRANZYSTORY p-n-p
O TG2, TG3A, TG3F, TG4, TG5 i TGS

Tranzystory germanowe stopowe malej mocy malej cze-

stotliwo$ci.

Tranzystory TG2, TG3A, TG3F, TG4 i TGS sa przaznaczo-

ne do stosowania w ukladach wzmacniajgcych m.cz.
Tranzystor TG8 jest przeznaczony do stosowania w ukla-
dach wzmacniajgeych, generacyjnych i przelacznikowych.

| 8968597

| 2205

Tranzystor w obudowie metalowej TO18 (CE22).

DANE TECHNICZNE

WartoSci dopuszczalne paramefrow eksploatacyjnych

Typ

Napiecie kolektor-
-baza

Napiecie kolektor-
-emiter

Napiecie emiter-baza

Prad kolektora

Prad szczytowy
kolektora

Prad szczytowy bazy

Prad emitera

Prad szezytowy
emitera

Temperatura zlgcza

Zakres temperatury

sktadowania

Moc strat kolektora
Przy tams = 208K
(25°C)

—Ucno

—Uces
—UEBO
. =Ic

—Icm
—Ipm

Ig

Igm
t

tstg

Pc

TG2 TGS TGS

TG3A

TG3F

TG4
15 30 60 v
15 30 60 v
10 10 30 v
10 10 10. mA
50 50 50 mA
5 5 5 mA
11 11 11 mA
55 55 55 mA

348 K (75°C)

218...348 K (—55...+175°)

% T 75 mW

Parametry fermiczne

Rezystancja termiczna

zlgcze-otoczenie Rin(—a)

TRANZYSTOR TG2

Parametry statyczne

pPrzy tamo = 298 K
(25°C)

Prad zerowy kolek-
tora
przy ~Ucp =6V
przy —=Ucp =6V,
tamb = 343 K (70°C) —Icpo

—Icmo

Prad zerowy emitera
przy —Ugg =6V

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =50 pA,
I r= 0

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic =50 pA,
RBE =0

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Iz =50 pA,
-‘Ic =0

—Igpo
—Usrica
—UsrycEs

=U(sRryzBo

Parametry dynamiczne

przy temp = 298 K

(25°C)

Czestotliwo§é gra-

niczna

przy —Uce =2V

—Ic =3 mA,»

f=0,2 MHz
Wspbtezynnik szu-

moéw :

przy ~Ucp =6V,

—Ig= 0,5 mA,

f =1kHz,

Ry =500 Q,

B =700 Hz F

fr

Parametry czwornikowe

Punkt' pracy: —Uc=2V,
Impedancja wejScio-

wa hite

SWw

<665 <665

min.

15

15

10

min.

0,8

0,3

typ.

150

10

typ.

15

10

1,2

5-74/1

1156-21%
<665 K/W
maks.

15 pA
300 pA
20 pA
—_ v

— v

— v
maks.

_ MHz
30 dB

kHz

1,5 kQ



5-74/1 -

Wspbtczynnik napig-
ciowy sprzeZenia
zwrotnego Rige

Warto§é malosygna-
towa wspblczyn-
nika wzmocnienia

pradowego hose
Admitancja wyjscio-
wa , hage

TRANZYSTOR TG3A

Parametry statyeczne

pPrzy tams = 298 K
(25°C)

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucp =6V
przy —Ucsg =6V,
tams — 343 K (70°C) —Icgo

Prad zerowy emitera
przy —Ugps =6V

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic=50pA,
-1 ET 0

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic =50 pA,
RBE =90

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ig =50 pA,
'—Ic =0

—Icno

—Igpy

Parametry dynamiczne

Przy tampv = 298 K
(25°C)

Czestotliwo§é gra-
niczna
przy —Ucg =27,
—Ic=3mA,
f = 0,2 MHz for

Parametry czwornikowe

Punkt pracy:

Impedancja wej$cio-
wa hlle
Wsp6lezynnik napie-
ciowy sprzgzenia
zwrotnego hize
Warto$¢ malosygna-
lowa wspélczyn-
nika wzmocnienia

pradowego Rote
Admitancja wyjcio-
wa hgse

—UsRr)cBo

—Usrces

—U(sr)EB0

20

min.

15

min,

min,

0,7

70

9:104 25-10-4—

180

typ.

120

typ.

1,2

80

300

maks.

15

300

20

maks.

maks.

3

usS

A
pA

pA

MHz

—Ucg=2V, —Ic=3mA, f =1kHz
typ.

kQ

10:10-4 20104 —

200

130

300

uS

TRANZYSTOR TG3F

Parametry statyczne

przy temp = 298K
(25°C)

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucg =6V
przy —Ucg =6V,
tams = 343 K (70°C) —Icpo

Prad zerowy emitera
przy "'UEB =6V

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =50 pA,
_‘IE =0

Napiegcie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic=50pA,
RBE ==

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ig = 50 pA,
—I c= 0

—ICBO

"'IEBO

Parametry dynamiczne

Przy tamp = 298 K
(25°C)
Czestotliwo§é gra-
niezna
przy —Ucg =6V,
-1 c=1 mA,
f=1MHz fr
Wspblezynnik szu-
méw
przy —Ucs =6V,
—Ig=0,5mA,
f=1kHZ,
Ry =500Q,
B =100 Hz F

Parametry czwornikowe

Punkt pracy:

Impedancja wej§cio-
wa hite
Wspb6lezynnik napieg-
ciowy sprzezenia
zwrotnego hige
Warto§é matosygna-
towa wspblczyn-
nika wzmocnienia

pradowego hate
Admitancja wyjScio-
wa hzze

TRANZYSTOR TG4

Parametry statyczne

przy tams = 298K
(25°C)

Prad zerowy kolek-
tora

przy —Ucg =6V —Icp

—UrycBo

_U(BR)CES

—U@srEBo

—Uceg =6V,

typ.

80

typ.

3,56

2
maks.
10 pA
300 pA
10 pA
_— v
— v
— v
maks.
— MHz
10 dB

—Ic=1mA, f=1kHz

min.

80

typ.

4

maks.

14-104 —  —

70

tyDp.

250 —

maks.

10 pA



przy —Ucs =67V,
tamb = 343 K (70°C) —Icgyp
Prad zerowy emitera
przy —Ugp =6V
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =50pA,
+Ig=0
Napigcie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic =50 pA,
RBE =0
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy +Ig =50 pA,
—1I c= 0 .

_IEBO

_U(BR)CBO

—Uryces

_U(BR)EBO

Parametry dynamiczne

Przy tems = 298K
(25°C)
Czestotliwo§é gra-
niczna
przy —Ucg =2V,
—Ic=0,5mA,
f=0,2MHz fr
Wspéblezynnik szu-
moéw
przy —Ucs =6V,
IE = 0,5 mA,
f =1kHz,
R, =5009Q,
B =1700Hz F

Parameiry czwérnikowe

Punkt pracy: —Ucg=2V,

Impedancja wej§cio-
wa hyte
Wspblezynnik napie-
ciowy sprzezenia
zwrotnego hige
Warto$é malosygna-
towa wspbiczyn-
nika wzmocnienia

pradowego hate
Admitancja wyj§cio-
wa hase

TRANZYSTOR TGS

Parametry statyczne

przy tamps = 298K
(25°C)
Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucg =6V
przy =Ucp =6V,
tamb = 343 K (70°C) ~Icpo
Prad zerowy emitera

—Icpo

przy —Ugs =6V —Igp
Napiecie przebicia

kolektor-baza

przy —Ic =50pA,

Ig=0 —Usricro

10

min.

0,6

0T

20

30

120

typ.

300

20

10

pA

uA

MHz

dB

—Ic=10,5 mA, f=1KkHz

min,

typ. maks.

2,3 3,5 kQ
7,510 30-104 —
— 50 —
25 60 uS
typ. maks.

4 10 pA
100 300 pA
6 10 pA
- - v

Napiecie przebicia

kolektor-emiter
przy —Ic = 50 uA,
RBE =0

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy -+Ig = 50pA,
—Ic=10

—U(sr)ces

—U(sr)EB0

Parametry dynamiczne

przy tamp = 298 K
(25°C)
Czestotliwo$é gra-
niczna
przy Uce =2V,
—Ic =3 mA,
f=0,2MHz fr
Wspébtezynnik szu-
méw
przy —Ucp =86V,
Iz =05mA,
f =1kHz,
Ry =500 Q,
B =700 Hz F

Parametry czwornikowe

min.

0,6

typ.

1,2

10

5-74/1
— v
— \%
maks.
— MHz
15 dB

Punkt pracy: =Uce=2V, —Ic=3mA,f=1kHz

Impedancja wejScio-
wa hyte

Wsp6iezynnik napie-

ciowy sprzeZenia

zwrotnego Ryge
Warto§é matosygna-

lowa wspbiezyn-

nika wzmocnienia

pradowego hete
Admitancja wyjScio-
, wa , hage

TRANZYSTOR TGS
Parametry statyczne

Przy tams = 298 K
(25°C)

Wspébtezynnik
wzmocnienia pra-
dowego
przy —Ucz =102V
—Ic=10mA

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucs =15V —Icmo
przy =Ucp =15V,
tamp — 343 K (70°C) —Icmo

Prad zerowy emitera
przy —Ugs =10V —Igm

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic = 50pA,
—Ig=0

haie

—Usryceo -

min.

0,3

25

min.

20

typ. maks.

0,7 1,5 kQ
7:104 204104 —
— 90 —
140 300 S
typ. maks,

— 100 —
5 15 pA
100 300 pA
4 10 pA
_ -V
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Napiecie przebicia Parametry dynamiczne

kolekto;-efntgrA DPIZY tams = 298 K

% TZy c =50p4, (25°C) min. typ.  maks.

sz =0 —Uepmces 60 — Czestotliwo$é gra-

Napiecie przebicia niczna

emiter-baza przy —Ucg =6V,

przy —Ig =50pA, —Ic=5mA,

—Ic=0 ~UpsrEess 30 -_— f=0,2MHz fr 0,6 1,7 —_— MHz
PRODUCENT DYSTRYBUTOR
.IE |r| UNITRRA "[I |]'| UNITRA

CEMI UNIZET

NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
POELPRZEWODNIKOW ,,TEWA”

ul. Komarowa 5

02-675 Warszawa

Telefon: 431431

Teleks: 813219

BIURO ZBYTU SPRZETU
TELERADIOTECHNICZNEGO
ul. Nowogrodzka 50

00-695 Warszawa

Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435



